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研究成果の概要（和文）：スピントロニクス分野研究者の代表者が開発する「半導体へのスピン注入技術」と半
導体工学分野研究者である分担者が開発する「Geチャネル形成技術」・「低温ゲートスタック構造作製技術」を
融合して，Siプラットフォーム上で室温・低電圧駆動するGeスピンMOSFETを世界に先駆けて実証することを目的
とした．超高品質な強磁性合金/Geヘテロ界面の形成技術を確立し，半導体素子中での不揮発メモリ動作の性能
指標(室温)を従来よりも飛躍的に向上した．また，半導体チャネルへの歪み印加の有効性を室温で明らかにし
た．最終的に量子井戸へのスピン注入技術や蓄積型スピンMOSFETの実証などの成果を上げることができた．

研究成果の概要（英文）：The purpose of this project is to demonstrate Ge spin MOSFETs on a Si 
platform by integrating the "spin injection into semiconductors technology" developed by a 
representative spintronics researcher and the "Ge channel formation technology" and "low-temperature
 gate stack structure fabrication technology" developed by co-researchers who are semiconductor 
researchers.  We have established the formation technology of ultra-high quality ferromagnetic 
alloy/Ge heterointerface, and dramatically improved the performance of non-volatile memory operation
 in semiconductor devices compared to conventional devices. The effectiveness of applying strain to 
the semiconductor channels was also clarified even at room temperature. Finally, we were able to 
achieve results such as spin injection into quantum wells and demonstration of spin MOSFETs.

研究分野： 半導体スピントロニクス

キーワード： ゲルマニウム　スピン注入　スピンMOSFET

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
AI技術の普及が進み，全消費電力に占める半導体デバイスの消費電力の割合が増大し始めていることから，将来
の地球環境の問題にまで発展する懸念がある．本研究は，その半導体の低消費電力化技術として期待され，磁石
のメモリ機能を利用した新しい半導体デバイスを開発する「半導体スピントロニクス」という分野の先端研究で
ある。SiプラットフォームでのGeスピントランジスタの基本技術・基本学理が確立されつつあり，今後は「高性
能化」に向けた更なる研究が必要である．

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 

2004 年に理論的に提案されたスピン電界効果トランジスタ(Spin Metal-Oxide-
Semiconductor Field-Effect Transistor: スピン MOSFET) [Appl. Phys. Lett. 84, 2307 
(2004)]は，ソース・ドレイン電極に強磁性体を用いてスピン注入・輸送・検出現象を MOSFET 素
子中で抵抗値の変化として観測することにより，強磁性電極の磁化配置を利用した不揮発メモ
リ機能を発現するため，記憶機能(不揮発メモリ動作)と演算機能(トランジスタ動作)を１つの
デバイスで実現できる夢の低消費電力電子デバイスとして，世界中でその実現を目指した基礎
研究が行われている．これまで，TDK(株)と京都大学の共同研究グループから，シリコン(Si)を
伝導チャネルとするスピン MOSFET の室温動作実証の報告がある[Appl. Phys. Express 8, 
113004 (2015)]が，強磁性ソース・ドレイン電極には MgO 絶縁障壁層が用いられ(高抵抗値)，チ
ャネル層は市販の SOI(Silicon-On-Insulator)基板に不純物を添加したものであり，ゲート電極
は簡易的なバックゲート構造であることから，MOSFET のスイッチとしての機能を発現するため
に 50 V ほどの大電圧を必要としているという課題があった．また，そもそもバックゲート構造
は高集積化に不向きな素子構造である． 
 
２．研究の目的 
スピントロニクス研究者である研究代表者が有する世界最高性能かつ低接合抵抗の強磁性ス

ピン注入・検出電極技術を更に高度化し，研究分担者(若手半導体研究者)の独自開発する高性能
Ge-MOSFET 技術と融合することで，Si プラットフォーム上で室温・低電圧駆動する Ge スピン
MOSFET を世界に先駆けて実証することを目的とする．ここで重要な点は，後述するスピン伝導
チャネル層中のスピン緩和機構を抑制することのできる歪み Ge 層または Ge 量子井戸層とスピ
ン MOSFET専用の高性能トップゲート電極構造を有している点である．これにより，トランジス
タの本来の機能である低電圧駆動スイッチとしての役割を十分に担保した不揮発メモリ動作が
実現する． 
 
３．研究の方法 
革新的な低消費電力デバイス・機能応用としてのスピン MOSFET を目指すために，スピントロ
ニクス研究者の単なるデモンストレーションに留まらない抜本的な素子構造の見直しが必要不
可欠であると考え，デバイスコンセプトの開発段階からのスピントロニクス研究者と半導体研
究者の強力な共同研究体制を構築し，独自のスピン MOSFET 構造の実証を目指した．具体的には，
次の 3つの研究課題を設定して取り組んだ． 
 
1. 歪み印加 Ge または Ge量子井戸を用いたスピン緩和の抑制と室温高性能化  
2. Ge-MOS反転層チャネルおよび Ge量子井戸チャネルへのスピン注入  
3. 低電圧駆動スピン MOSFET の動作実証  

 
４．研究成果 
4-(1).歪み印加 Ge または Ge量子井戸を用いたスピン緩和の抑制と室温高性能化について 
4-(1)-①. 歪み SiGe を利用したスピン緩和の抑制 
採択以前の我々の研究で，Ge 中では伝導帯の谷(バレー)間を電子スピンが遷移する際にスピ

ン散乱が頻繁に起こることが判明しており[Phys. Rev. Applied 8, 014007 (2017)] [図 1(a)
左]，本研究ではチャネル層への歪み印加によってバレー縮退を解いてスピン散乱を抑制する手
法を検討した[図 1(a)右]．具体
的には，図 1(b)に示すような
Ge-on-Si (GOS)上に人為的に
結晶歪みを印加した Si0.1Ge0.9
チャネル層を有する素子構造
を実証してスピン伝導を評価
した．ここで，Si0.1Ge0.9のバン
ド構造はほぼ Ge と等しいこと
が判っている．結果として，図
1(c)にまとめたように，低温
(50K)でスピン信号が 100 倍以
上，スピン寿命が 3倍以上増大
することを見出し，歪みを印加
してバレー縮退を解くことの
有効性を世界に先駆けて実証
した．本研究成果は，Physical 
Review Applied 誌に掲載され
た[Phys. Rev. Applied 13, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1. (a) バルクGe伝導帯中のバレー間スピン緩和と歪みSiGeを

用いたバンド分裂によるスピン緩和抑制の概念図．(b)歪みSiGeチ

ャネル層を有する横型スピンデバイスの模式図．(c) 低温(50 K)

で測定されたスピン信号強度とスピン寿命の比較.(d) 歪み印加

による室温スピン寿命の増大． 



054025 (2020)]．さらに，本研究におけるスピン注入・検出技術を高度化し，Si0.1Ge0.9層のキャ
リア濃度や微細加工プロセスを見直すことで，フォノン散乱の影響が大きな「室温付近」でも歪
み印加効果を増大することに成功した[図 1(d)]．これにより，室温でのスピン拡散長が Si に匹
敵するようになり(約 1μm)，スピンのドリフト伝導を利用することにより，長距離スピン輸送
(約 5μm)も達成した．これらの成果は，今回の Si0.1Ge0.9だけではなく，多谷(マルチバレー)半
導体チャネル電子デバイスにおけるスピントロニクス性能を向上する指針を与える極めて重要
な成果であり，将来の半導体スピントロニクスデバイス全般の高性能化に寄与するものである．
本研究成果もPhysical Review Applied誌に掲載され[Phys. Rev. Applied 18, 024005 (2022)]，
第 15回応用物理学会シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞を受賞した． 
 
4-(1)-②. Fe原子層挿入による高効率スピン注入の実証 
採択以前の我々の研究で，Ge 中の室温スピン伝導を電気的手法で検出することに世界で初め

て成功していたが[Appl. Phys. Express 10, 093001 (2017)]，2端子スピン信号強度は微弱(〜
0.6 mΩ)であった．この原因が図 2(a)に示
す よ う な 強 磁 性 ホ イ ス ラ ー 合 金
(Co2FeAl0.5Si0.5)/Ge 界面付近に存在するホ
イスラー合金中の組成揺らぎや結晶規則度
の低下による「界面のスピン偏極率の低下
(約 0.01@室温)」であると考察し，これを改
善する手法を探索した．具体的には，原子層
レベルの精密な界面制御技術を検討した．結
果として次のように，Fe 原子層挿入が極め
て効果的であることを見出した．図 2(b)は 5
〜6 原子層の Fe を界面挿入して作製した
Co2FeAl0.5Si0.5/Ge 界面の断面電子顕微鏡像
であるが，界面付近の組成揺らぎは解消し，
ホイスラー合金の結晶規則度の向上も確認
された．図 2(c)には Fe原子層数を変化させ
たスピン伝導素子で実際に測定した低温(8 
K)におけるスピン信号とスピン偏極率をま
とめた．Fe が 5〜6原子層(Fe5)の時に最大の
スピン信号強度とスピン偏極率(約 0.3@8K)
が得られていることが判る．以上の結果は，
半導体スピントロニクス素子において精密
な界面制御が極めて重要であることを意味
する世界最先端の研究成果であると高く評
価され，NPG Asia Materials誌に Featured 
Article として掲載された[NPG Asia Mater. 
12, 47 (2020)]． 

さらに，これらのスピン伝導素子に対
して，低温から室温までのスピン信号強
度の変化を詳細に調査し，Geチャネル層
と前述のCo2FeAl0.5Si0.5/Ge電極界面構造
の改善により，温度依存性が大幅に改善
さ れ る こ と を 見 出 し た [図 2(d)][J. 
Appl. Phys. 129, 183901 (2021).]. こ
れにより，室温における2端子スピン信号
強度は〜40 mΩとなり，従来(Fe0)の60〜
70倍の値に達した[図2(e)]．詳細は割愛
するが，これらの成果は半導体スピンデ
バイスにおけるスピン信号強度に対し
て，電極に用いる強磁性ホイスラー合金
の性能(スピン偏極率)のみならず，ヘテ
ロ界面付近の原子数層の磁性が重要な役
割を果たしているという新しい発見に繋
がり，理論と実験の両面からその事実を
証明する成果も得ている[Phys. Rev. B 
105, 195308 (2022)]．以上の研究成果
は，世界でトップレベルの半導体スピン
トロニクス研究を推進することができる代表者グループが先導するものであり，アメリ
カ材料科学会(MRS)から直接依頼を受けて，成果の一部をレビュー論文としてまとめて
いる[MRS Bulletin, 47, 584-592 (2022)(Review)]． 
 

 
図 2.採択前(a)と採択後(b)のスピン注入電極界面付

近の電子顕微鏡写真(HAADF-STEM像). 強磁性Co系ホ

イスラー合金と Ge の界面に 5〜6 原子層の Fe を挿入

し，ホイスラー合金の品質が大幅に改善．(c) Fe 原

子層挿入数の効果．左軸がスピン信号強度(棒グラ

フ)，右軸がスピン偏極率(赤プロット)．挿入図は検

討した電極界面構造の模式図．(d) 採択後に達成した

2端子スピン信号強度の温度依存性の改善．(e) 室温

で観測された 2端子スピン信号の例．半導体素子であ

るにも関わらず，磁性電極の平行(↑↑)および反平行

(↑↓)を反映してゼロ磁場で 2値を示す「不揮発メモ

リ」効果を明瞭に観測． 



4-(1)-③. 室温磁気抵抗(MR)比の増大について 
採択以前の2端子スピン信

号強度(〜0.6 mΩ)では，MR比
[(2端子スピン信号値/2端子直
列 抵 抗 値 )x100](%) が 高 々
0.002%程度と低い値に留まって
いた[Appl. Phys. Express 12, 
033002 (2019)]が，前述4-(1)-
②の取り組みを応用し，強磁性
ホイスラー合金材料や界面構造
の更なる高度化と2端子抵抗値
の低減に取り組んだ．その結果，
強磁性ホイスラー合金として
Co2MnSiという材料を用いて電
極間距離を0.35〜 0.45μmまで
微細化することで，界面付近の
スピン偏極率の増大とスピン注
入/検出効率の更なる増大に成
功し，室温でのMR比が0.1%に達
するようになった[図3(a)]．こ
れは横型デバイス構造を用いた室温での世界最高性能であり，未だ更新されていない極
めて重要なマイルストーンである．この成果は，MgOトンネルバリアなどの絶縁層を用い
ない接合界面で達成した成果であり，2端子電極間の印加電圧を1桁減少させることにも
寄与している．つまり，低消費電力化の観点からも半導体スピントロニクス横型伝導素
子の2端子磁気抵抗効果では世界最高性能の実証である[図3(b)]．本成果は，Applied 
Physics Lettersに掲載された[Appl. Phys. Lett. 118, 162404 (2021).]． 
以上のように，研究課題1に関しては，本基盤研究(S)のご支援を得たおかげで当初の

研究計画通りの成果に加え，多くの新しい知見を得ることができた．  
 

4-(2).Ge-MOS反転層チャネルおよび Ge量子井戸チャネルへのスピン注入について 
Ge-MOS反転層については 3で後述するため，ここ

ではGe量子井戸の作製と量子井戸へのスピン注入に
ついて述べるが，論文投稿準備中の内容も一部含ま
れるため，図面を用いた詳細な説明は割愛する．ま
ず，採択以前の段階で，代表者が有するスピン注入技
術と整合する(111) 結晶面 Ge 量子井戸の作製手法
は全く確立していなかったため，本基盤研究(S)で初
めて取り組む課題であった．従来の Si(100)面方位上
での結晶成長とは異なり，今回検討している Si(111)
面方位上ではヘテロ構造の作製例(先行研究)がほと
んど存在せず，研究開始当初から様々な予想してい
ない問題に直面した．図 4(左)は GOS(111)上に作製
した歪み Si0.2Ge0.8層の顕微鏡写真であるが，表面に多数のクラックが発生している様子がわか
る．このような表面状態では量子井戸層を成長することはできないため，まずこの問題を解決す
る必要があった．そこで今回，パターニング GOS(111)基板上への SiGe 層の成膜を検討した[図
4(右)]．詳細は割愛するが，結果として SiGe 層中のクラック発生が大幅に抑制された．これに
より，大幅な結晶成長条件の緩和と自由度を得ることに成功した[Appl. Phys. Express 16, 
015502 (2023)]．また，ここで得られた知見は，文献値レベルで既に決定されていると考えてい
た「臨界膜厚」の常識を大きく覆すものへと発展し，GOS(111)基板上への歪み SiGe 層結晶成長
が劇的に改善されることを既に提案している．この知見は，半導体結晶成長という観点からも新
たな展開が期待される基礎学理の構築に繋がる成果である． 
上記で開発した基板パターニング手法を導入することにより，Ge/SiGe 多重量子井戸構造を

作製する技術を確立し，Ge量子井戸層からの発光を観測することに成功した．これは，(111)結
晶面を利用した新しいスピン注入技術(4-(1)-②で前述)と整合する世界初の Ge系量子井戸層の
実証である[Mat. Sci. Semicon. Proc. 177, 108300 (2024)]．この技術を利用して作製した 3
周期量子井戸構造上に，4-(1)-②で述べた Fe を 5原子層挿入して強磁性ホイスラー合金電極を
作製したヘテロ構造の断面電子顕微鏡像から，欠陥の少ない 3 周期量子井戸構造が得られてお
り，その上に成長させた強磁性ホイスラー合金(Co2FeAl0.5Si0.5:CFAS)とのヘテロ界面も高品質に
作製されていることが判った．この 3周期量子井戸の室温の電子移動度は，これまでの当研究グ
ループの検討したスピン伝導チャネル層としては最高の 899 cm2/Vs を示したため，高移動度
Ge/SiGe量子井戸チャネル層の作製という意味でも一定の成果を得たと言える．この 3周期量子
井戸構造へのスピン注入・検出を目指して，横型スピン伝導素子の作製および評価を進めた．微
細加工プロセスを確立することに苦戦したが，Ge/SiGe量子井戸チャネル層を含む横型デバイス

 
図3.(a) 作製したGe系横型スピン素子の外観と室温磁気抵抗

(MR)曲線．(b) 本研究で達成した横型半導体スピン素子の性能

の現状 (室温)． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.基板パターニングによる歪み SiGe 層

表面のクラック発生の抑制. 



の作製に成功し，非局所 4端子測定(スピン伝導測定)を行ったところ，200 K以下で明瞭なスピ
ン信号を観測した(論文投稿準備中)．一方で，この信号は温度上昇とともに減衰し，ノイズも大
きいことから室温付近では信号を観測することができなかった．これは，この量子井戸スピンデ
バイスのスピン注入電極部の接触抵抗が通常よりも 1 桁程度高いことが原因であると既に理解
しており，強磁性ホイスラー合金と Ge/SiGe-3 周期量子井戸構造の接合界面付近のδドーピン
グ層の配置や量子井戸へのキャリア供給量をコントロールすることで今後改善する予定である． 
以上のように，研究課題 2ではゼロから開発を始めた Ge/SiGe量子井戸チャネルへのスピン

注入技術に関しては，本基盤研究(S)のご支援を得たおかげで次の研究(スピン LED などの発光
デバイス)へステップアップする基盤技術として構築することができたと考えている． 

 
4-(3).低電圧駆動スピン MOSFET の動作実証について 
詳細な微細加工プロセスの検討事項は紙面

の関係で割愛するが，トップゲート構造の作製
プロセスの低温化と ON/OFF制御に重要となる
ソース・ドレイン部の pn接合構造の最適化[特
願 2022-194902]，ゲート酸化膜(SiO2/GeO2 な
ど)の高品質化・薄膜化を図り，図 5(a)に示し
たように前述 4-(1)-②のスピン注入技術を装
備したスピン MOSFET 構造を実際に試作し，反
転層型のスピン MOSFET 動作実証を試みた．図
5(b),(c)には，実際に動作した一例を示す．若
干のリーク電流は存在するものの，反転層型の
トランジスタ動作に成功している．特に，目標
としていたゲート電圧 2V以下で電流が増大す
ることを示すことができた[図 5(c)]．この成
果は，強磁性ソース・ドレイン電極を有する初
めてのトップゲート型 Ge(111)反転層 MOSFET
の動作実証であり，半導体デバイスプロセス系
の論文誌に掲載された[Mat. Sci. Semicon. 
Proc. 167, 107763 (2023)]．なお，この反転
層型 MOSFET の構造は，ゲート長が 5μm程度と
大きな構造でしか実現せず，室温でスピン注
入・検出の実験を行うことはできなかった．そ
こで，この低温ゲート作製プロセスを用いるこ
とができる蓄積層型スピン MOSFET 構造に応用
して検証を行った．  

検討した蓄積型スピン MOSFET 構造は，図
5(a)に示した p-Ge(111)層を前述の 4-(1)-①で検討した歪み印加 n-Si0.1Ge0.9(111)に変更して
試作・評価した．そのため，前述の反転層型スピン MOSFET とは別のプロセスをチューニングし
て作製した．上部から観察した電子顕微鏡像は良好で，研究室レベルで作製する MOSFET である
ため，ゲート長は現状で 1μm程度ではあるが，強磁性ソース・ドレイン間にトップゲート構造
が形成できている．このデバイスにゲート電圧を印加してドレイン電流を測定すると，明瞭な
電流変調が観測された．つまり，今回の低温ゲート作製プロセスで蓄積型 MOSFET も動作するこ
とが判った．さらに，この状態でスピン伝導の観測を試みた結果，磁場印加に伴って電流値が
明瞭なヒステリシス曲線を描いており，MOSFET 構造中でスピン伝導の観測に成功したと言える
データを取得した (論文投稿準備中)． 
以上のように，研究課題 3における高い目標設定に対して本基盤研究(S)の支援を得たおか

げで最低限の目標である「トップゲート型の Ge 系スピン MOSFET の動作実証」という成果を得
ることができた．残念ながら反転層型スピン MOSFET 構造は，微細化技術が不十分で，ゲート長
が 5μm程度とスピン伝導の観測が難しいサイズのデバイス実証に留まった．しかし，前述の通
り，強磁性ホイスラー合金/Ge ヘテロ界面からのスピン注入技術は世界最高レベルの技術とし
て既に確立しているため，仮に前述の反転層型スピン MOSFET サイズ(5μm)であったとしても，
スピン注入現象自体は実現しているものと考えている．つまり，課題はスピン注入技術ではな
く，スピン伝導を実現する微細加工技術であるという認識が強い．今後は，微細加工技術を得
意とする半導体研究者や企業と協力をしていきたいと考えている． 
 

 

図 5. (a) 作製した反転層型スピン MOSFET の模

式図(断面図)．(b) トランジスタのドレイン電

流-ドレイン電圧特性 (反転層の形成の様子)．

(c) トランジスタのドレイン電流-ゲート電圧

特性(ON/OFF 特性)． 
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ACS Applied Electronic Materials 2371～2379

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無

オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 －

 ４．巻
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 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
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 オープンアクセス  国際共著

 ２．論文標題  ５．発行年
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Physical Review B 195137

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
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Japanese Journal of Applied Physics SGGK06

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無

オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 －

 ４．巻
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Materials Science in Semiconductor Processing 105046～105046

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
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 オープンアクセス  国際共著
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 ２．論文標題  ５．発行年
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有

 オープンアクセス  国際共著
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Enhanced photoluminescence from strained Ge-on-Insulator surface-passivated with hydrogenated
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Materials Science in Semiconductor Processing 105104～105104

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
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有

 オープンアクセス  国際共著

 ２．論文標題  ５．発行年
Hole mobility in Strained Si/Relaxed SiGe/Si(110) hetero structures studied by gated Hall
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Materials Science in Semiconductor Processing 105052～105052

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無

 ４．巻
Namiuchi Daichi、Onogawa Atsushi、Fujisawa Taisuke、Sano Yuichi、Izumi Daisuke、Yamanaka
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Enhancement in Spin Transport Length in Strained n-Si0.1Ge0.9(111)

An epitaxial multiferroic heterostructure composed of Co2FeSi/V/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(011)

Effect of interfacial magnetism on spin injection/detection efficiency in Ge-based spin devices with Co2FeAl0.5Si0.5/Ge
Schottky tunnel junctions

 １．発表者名

 １．発表者名
M. Yamada, T. Naito, R. Nishimura, A. Masago, Y. Shiratsuchi, Y. Wagatsuma, K. Sawano, R. Nakatani, T. Oguchi, and K. Hamaya

MRM2023/IUMRS-ICA2023（国際学会）



2023年

2023年

2023年

2023年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
INTERMAG 2023（国際学会）

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

ISTDM-ICSI-2023（国際学会）

Michihiro Yamada, Kazuaki Sumi, Ai. I. Osaka, Azusa. N. Hattori, Youya Wagatsuma, Kentarou Sawano, Shinya Yamada, Shota
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 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2023年

2023年

2023年

2023年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

INTERMAG 2023（国際学会）

INTERMAG 2023（国際学会）

The Joint ISTDM-ICSI 2023（国際学会）

Shuhei Kusumoto, Michihiro Yamada, Atsuya Yamada, Youya Wagatsuma, Kentarou Sawano, and Kohei Hamaya

Yuichi Murakami, Takamasa Usami, Yu Shiratsuchi, Yuya Sanada, Shinya Yamada, Ryoichi Nakatani, and Kohei Hamaya

Takahiro Inoue, Youya Wagatsuma, Reo Ikegaya, Ayaka Odashima, Masaki Nagao, Kentarou Sawano

Shuya Kikuoka, Youya Wagatsuma, Yuwa Sugiura, Rena Kanesawa, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya and Kentarou Sawano

The Joint ISTDM-ICSI 2023（国際学会）

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Structural and magnetic properties of CoFe/Sn-doped Ge/Co2FeSi for vertical spin-valve devices on Si

Growth and magnetoelectric effect of epitaxial Co3Mn films on piezoelectric Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(001)

Fabrication of Si/Ge microbridges based on Ge-on-Si (110) and effect of bridge length

Diode characteristics and room temperature EL emission of strained SiGe/Ge quantum well LEDs

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2023年

2023年

2023年

2023年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

14th International Workshop on New Group IV Semiconductor Nanoelectronics（国際学会）

14th International Workshop on New Group IV Semiconductor Nanoelectronics（国際学会）

13th International Workshop on New Group IV Semiconductor Nanoelectronics（国際学会）

 ３．学会等名

H. Kuwazuru, D. Wang, K. Yamamoto

H. Kuwazuru, S. Nasu, D. Wang, K. Yamamoto

R. Kanesawa, Y. Wagatsuma, S. Kikuoka, Y. Sugiura, M. Yamada, K. Hamaya and K. Sawano

H. Kuwazuru, D. Wang, K. Yamamoto

The Joint ISTDM-ICSI 2023（国際学会）

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Low Temperature (~210 °C) Fabrication of Ge MOS Capacitor using Plasma Oxidation and Oxi-Nitridation for the Interlayer
Formation

Study on the Performance of Metal S/D Ge n-MOSFET with Recessed Channel Structure

Fabrication of crack free strained SiGe/Ge multiple quantum wells on Ge on Si(111) by the patterning method

Fabrication of a Ge gate stack using plasma irradiation and low-temperature annealing for Ge applications

 １．発表者名

 １．発表者名



2023年

2023年

2023年

2023年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第84回応用物理学会秋季学術講演会

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第47回日本磁気学会学術講演会

長田聖海, 山田晋也, 宇佐見喬政, 山内邦彦, 小口多美夫, 浜屋宏平

岡田拓也，川嶌一彰，山田道洋，内藤貴大, 我妻勇哉，澤野憲太郎，浜屋宏平

Michihiro Yamada, Naoyuki Sugiyama, Kazuaki Sumi, Kenji Oki, Kentarou Sawano, and Kohei Hamaya

鍬釣 一、王 冬、山本 圭介

第47回日本磁気学会学術講演会

第84回応用物理学会秋季学術講演会

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

分子線エピタキシー法による磁性ワイル半金属Co2MnGa薄膜の極低温成長

スピン輸送測定を用いた歪みSi0.1Ge0.9伝導帯 バレー 分裂の推定と低温における不純物散乱の影響

Low-temperature annealing effect on spin transport in lateral spin valve devices with Co-based Heusler alloys/Ge
heterostructures

リセスチャネル化によるメタルS/D型Ge n-MOSFETの電流駆動力向上(III)

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2022年

2022年

2023年

2023年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 242nd ECS Meeting（招待講演）（国際学会）

The 5th International Union of Materials Research Societies International Conference of Young Researchers on Advanced
Materials（招待講演）（国際学会）

第70回応用物理学会春季学術講演会

Md. Mahfuz Alam, Youya Wagatsuma, Kazuya Okada, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya, and Kentarou Sawano

K. Yamamoto

Kazuaki Kawashima, Takahiro Naito, Michihiro Yamada, Takuya Okada, Youya Wagatsuma, Kentarou Sawano, and Kohei Hamaya

楠本修平, 山田道洋, 山田敦也, 我妻勇哉, 澤野憲太郎, 浜屋宏平

第70回応用物理学会春季学術講演会

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Strain engineering of heteroepitaxial SiGe/Ge on Si with various crystal orientations

Novel group IV semiconductor materials and devices for beyond Si technology

Effect of carrier concentration on low-temperature spin transport in strained n-Si0.1Ge0.9

強磁性ホイスラー合金Co2FeSi上へのGeエピタキシャル成長におけるSn添加の効果

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2023年

2022年

2022年

2022年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 242nd ECS Meeting（国際学会）

The 242nd ECS Meeting（国際学会）

The 242nd ECS Meeting（国際学会）

 ３．学会等名

Ayaka Odashima, Takahiro Inoue, Youya Wagatsuma, Reo Ikegaya, Masaki Nagao and Kentarou Sawano

Reo Ikegaya, Takahiro Inoue, Takuya Komazawa, Youya Wagatsuma and Kentarou Sawano

Yuichi Murakami, Takamasa Usami, Yu Shiratsuchi, Yuya Sanada, Shinya Yamada, Ryoichi Nakatani, and Kohei Hamaya

T. Inoue, Y. Wagatsuma, L. Ikegaya, A. Odashima, M. Nagao and K. Sawano

第70回応用物理学会春季学術講演会

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Fabrication of microbridges based on Ge-on-SOI and observation of strong resonant light emission

Fabrication of strained Ge microbridge structures with meshed pads and their optical properties

Converse magnetoelectric effect in bcc Co3Mn/PMN-PT(001) multiferroic heterostructures

Epitaxially grown of SiGe on Ge microbridge and observation of strong resonant light emission

 １．発表者名

 １．発表者名



2022年

2022年

2022年

2022年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
The 22nd International Vacuum Congress（国際学会）

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 242nd ECS Meeting（国際学会）

Shuya Kikuoka, Youya Wagatsuma, Yuwa Sugiura, Rena Kanesawa, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya and Kentarou Sawano

Rena Kanesawa, Youya Wagatsuma, Syuya Kikuoka, Yuwa Sugiura and Kentarou Sawano

Youya Wagatsuma, Rena Kanesawa, Md. Mahfuz Alam, Kazuya Okada, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya and Kentarou Sawano

Ayaka Odashima, Takahiro Inoue, Youya Wagatsuma, Reo Ikegaya, Masaki Nagao and Kentarou Sawano

The 242nd ECS Meeting（国際学会）

The 242nd ECS Meeting（国際学会）

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Strong Room-temperature EL emissions from strained SiGe/Ge-on-Si (111) LEDs

Fabrication of thick SiGe/Ge multiple quantum wells on Ge-on-Si and their optical properties

Evaluation of crack propagation in strained SiGe on Ge(111) patterned with various etching thickness

Fabrication of microbridges based on Ge-on-SOI and observation of strong resonant light emission

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2022年

2022年

2022年

2022年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 22nd International Vacuum Congress（国際学会）

The 22nd International Vacuum Congress（国際学会）

The 22nd International Vacuum Congress（国際学会）

Rena Kanesawa, Youya Wagatsuma, Syuya Kikuoka, Yuwa Sugiura, Kentarou Sawano

Youya Wagatsuma, Rena Kanesawa, Md. Mahfuz Alam, Kazuya Okada, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya, and Kentarou Sawano

T. Inoue, Y. Wagatsuma, R. Ikegaya, A. Odashima, M. Nagao, K. Sawano

T. Inoue, Y. Wagatsuma, R. Ikegaya, A. Odashima, M. Nagao, K. Sawano

APAC Silicide 2022（国際学会）

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Light emissions from strained Si1-xGex/Ge MQW formed on Ge-on-Si

Increased critical thickness of strained SiGe layers on Ge-on-Si(111)

Pumping power dependence of light emissions from strained Ge microbridges

Fabrication of SiGe/Ge microbridges based on Ge-on-Si(110) and observation of resonant light emission

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2022年

2022年

2022年

2022年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 2022 Spring Meeting of the European Materials Research Society（国際学会）

The 2022 Spring Meeting of the European Materials Research Society（国際学会）

9th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces（国際学会）

 ３．学会等名

Youya Wagatsuma, Rena Kanesawa, Md. Mahfuz Alam, Kazuya Okada, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya, and Kentarou Sawano

W.-C. Wen, K. Yamamoto, D. Wang, H. Nakashima

Youya Wagatsuma, Rena Kanesawa, Md. Mahfuz Alam, Kazuya Okada, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya, and Kentarou Sawano

Takahiro Inoue, Youya Wagatsuma, Leo Ikegaya, Kentarou Sawano

APAC Silicide 2022（国際学会）

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Effects of etching depth on crack generation in strained SiGe films on mesa-patterned Ge

Fabrication and Characterization of Ge n-MOS and n-MOSFET with Thermally Oxidized Yttrium Gate Insulator,

Crack formations in SiGe/Ge MQW layers on Ge-on-Si(111) substrates

Fabrication of branch-like bridges based on Ge-on-Si(110) and observation of strong resonant light emission

 １．発表者名

 １．発表者名



2022年

2022年

2022年

2022年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第83回応用物理学会秋季学術講演会

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 5th International Union of Materials Research Societies International Conference of Young Researchers on Advanced
Materials（国際学会）

S. Nasu, T. Matsuo, K. Yamamoto, D. Wang

我妻勇哉，金澤伶奈，Md. Mahfuz Alam，岡田和也，井上貴裕，山田道洋，浜屋宏平，澤野憲太郎

我妻勇哉，金澤伶奈，Md. Mahfuz Alam，岡田和也，井上貴裕，山田道洋，浜屋宏平，澤野憲太郎

市川大悟，我妻勇哉，山田道洋，浜屋宏平，澤野憲太郎

第83回応用物理学会秋季学術講演会

第83回応用物理学会秋季学術講演会

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Fabrication of Ge MOSFET at low temperature (~250℃) for spintronics application

歪みSiGe/Ge(111)におけるクラック伝搬に与えるメサ・エッチング深さの影響

歪み印加半導体薄膜のヘテロ成長におけるクラック発生とその抑制メカニズム

Ge-on-Si(111)上に成長した歪みSiGe層の電気伝導特性に与えるクラック発生の影響

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2022年

2022年

2022年

2022年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第83回応用物理学会秋季学術講演会

「スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク（Spin-RNJ）」シンポジウム (Spin-RNJ 2021年度報告会)（招待講演）

第69回応用物理学会春季学術講演会（招待講演）

西村和人，舘林潤，市川修平，山田晋也，浜屋宏平，藤原康文

浜屋宏平

山田 敦也，山田 道洋，山田 晋也，澤野 憲太郎，浜屋 宏平

Takahiro Naito, Kazuaki Kawashima, Michihiro Yamada, Youya Wagatsuma, Kentarou Sawano, and Kohei Hamaya

第69回応用物理学会春季学術講演会

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Eu添加ZnOを活性層に用いた赤色LED構造の作製とデバイス特性

MBE技術が拓くL21型ホイスラー合金のスピントロニクス

縦型半導体スピン素子を目指したCo2FeSi上の高品質Ge成長と室温磁気抵抗比の増大

Long-distance spin-drift transport in strained SiGe

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2022年

2022年

2022年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第69回応用物理学会春季学術講演会

15th Joint MMM-INTERMAG Conference（国際学会）

第4回結晶工学xISYSE合同研究会

 ３．学会等名

M. Yamada, K. Sumi, T. Naito, K. Sawano, and K. Hamaya

我妻 勇哉、Md. Mahfuz Alam、岡田 和也、金澤伶奈、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

我妻 勇哉、Md. Mahfuz Alam、岡田 和也、金澤伶奈、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

加藤昌稔，山田晋也，市川修平，小林周平，山田道洋， 内藤貴大，舘林潤，藤原康文，浜屋宏平

第69回応用物理学会春季学術講演会

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Two-terminal magnetoresistance ratio in Co-based Heusler alloy/germanium lateral spin-valve devices

引っ張り歪み薄膜のヘテロ成長におけるクラック発生とその抑制メカニズム

メサパターン上の歪みSiGe膜へのクラック発生におけるエッチング深さの影響

強磁性ホイスラー合金/n+-GaN ショットキートンネル接合電極を用いたGaNチャネル層中のスピン伝導検出

 １．発表者名

 １．発表者名



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
International Symposium on Novel maTerials and quantum Technologies (ISNTT) 2021（国際学会）

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第4回結晶工学xISYSE合同研究会

杉浦 由和、佐々木 雅至、我妻 勇哉、山田 航大、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

Atsuya Yamada, Michihiro Yamada, Shinya Yamada, Kentarou Sawano, and Kohei Hamaya

加藤昌稔、山田晋也、市川修平、小林周平、山田道洋、内藤貴大、舘林潤、藤原康文、浜屋宏平

Y. Wagatsuma, Md. M. Alam, K. Okada, R. Kanesawa, M. Yamada, K. Hamaya and K. Sawano

第26回半導体におけるスピン工学の基礎と応用

第26回半導体におけるスピン工学の基礎と応用

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

エピタキシャルGe-on-Si(111)LEDの熱処理による室温EL発光強度増大

Co2FeSi上へのGe薄膜の高品質化と縦型Ge素子におけるMR比の増大

Co系ホイスラー合金/n+-GaNショットキートンネル接合を用いたGaNチャネル層へのスピン注入

Observation of photoluminescence from SiGe/Ge MQW on Ge-on-Si(111)

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2021年

2021年

2021年

2021年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

International Symposium on Novel maTerials and quantum Technologies (ISNTT) 2021（国際学会）

応用物理学会「強的秩序とその操作に関わる研究会 : 夏の学校」（招待講演）

第82回応用物理学会秋季学術講演会

Yuwa Sugiura, Masashi Sasaki, Youya Wagatsuma, Koudai Yamada, Yusuke Hoshi, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya, Kentarou Sawano

浜屋宏平

Kazuaki Sumi, Michihiro Yamada, Takahiro Naito, Kohei Kudo, Kentarou Sawano, Kohei Hamaya

Takahiro Naito, Michihiro Yamada, Youya Wagatsuma, Shinya Yamada, Kentarou Sawano, Kohei Hamaya

第82回応用物理学会秋季学術講演会

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Strong room-temperature EL emission from Ge-on-Si (111) diodes with ferromagnetic Schottky-tunnel electrodes

半導体への高効率スピン注入とゲルマニウムスピントロニクスについて

Annealing tolerance of Co-based Heusler alloys/Fe/Ge spin injection interfaces

Room-temperature spin diffusion length in strained SiGe

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第82回応用物理学会秋季学術講演会

第82回応用物理学会秋季学術講演会

第82回応用物理学会秋季学術講演会

 ３．学会等名

山田 敦也、山田 道洋、山田 晋也、澤野 憲太郎、浜屋 宏平

我妻 勇哉、Md. Mahfuz Alam、岡田 和也、金澤 伶奈、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

Michihiro Yamada, Atsuya Yamada, Takamasa Usami, Shinya Yamada, Kentarou Sawano, Kohei Hamaya

Rintaro Nishimura, Takahiro Naito, Michihiro Yamada, Akira Masago, Yu Shiratsuchi, Ryoichi Nakatani, Kentarou Sawano, Tamio
Oguchi, Kohei Hamaya

第82回応用物理学会秋季学術講演会

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

縦型半導体スピン素子のための単結晶Co2FeSi上Ge薄膜の高品質化

歪みSiGe/Ge(111)におけるクラック形成と伝搬方向制御

Room-temperature two-terminal magnetoresistance ratios in Ge-based vertical spin-valve devices with Co2FeSi

Influence of non-magnetic layers at Co2FeAl0.5Si0.5/Ge interface on spin injection/detection efficiency

 １．発表者名

 １．発表者名



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第82回応用物理学会秋季学術講演会

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第82回応用物理学会秋季学術講演会

杉浦 由和、佐々木 雅至、我妻 勇哉、山田 航大、星 裕介、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

岡田 和也、我妻 勇哉,、山田 航大、井上 貴裕、澤野 憲太郎

井上 貴裕、我妻 勇哉、池ヶ谷 玲雄、岡田 和也、澤野 憲太郎

佐々木 雅至、杉浦 由和、我妻 勇哉、澤野 憲太郎、山田 航大

第82回応用物理学会秋季学術講演会

第82回応用物理学会秋季学術講演会

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Ge-on-Si(111) LEDの熱処理による室温EL発光強度増大

歪み緩和SiGe/Si(111)バッファー層の作製とアニールの効果

歪みGeマイクロブリッジにおける端面共振発光の観測

Ge-on-Si(100) p-i-nダイオードの室温 EL 発光における i-Ge 層膜厚の影響

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2021年

2021年

2021年

2021年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第82回応用物理学会秋季学術講演会

第82回応用物理学会秋季学術講演会

第82回応用物理学会秋季学術講演会

池ヶ谷 玲雄、井上 貴裕、佐々木雅至、我妻 勇哉、澤野 憲太郎

松尾 拓朗、山本 圭介、王 冬

松尾 拓朗、山本 圭介、王 冬

浅尾 拓斗、山田 道洋、白土 優、阿保 智、真砂 啓、中谷 亮一、小口 多美夫、浜屋 宏平

第82回応用物理学会秋季学術講演会

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

メッシュ型パッドを有する歪みGeマイクロブリッジ構造の作製と発光特性

リセスチャネル化によるメタルS/D型Ge n-MOSFETの電流駆動力向上

GeスピンMOSFETのための低温（～250°C）デバイスプロセスの構築

強誘電体基板上の高配向V3Si薄膜成長

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

EMRS 2021, Spring meeting（国際学会）

EMRS 2021, Spring meeting（国際学会）

EMRS 2021, Spring meeting（国際学会）

 ３．学会等名

Takahiro Inoue, Youya Wagatsuma, Kodai Yamada and Kentarou Sawano

Yuwa Sugiura, Youya Wagatsuma, Koudai Yamada, Yusuke Hoshi, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya and Kentarou Sawano

Y. Wagatsuma, Md. M. Alam, K. Okada, R. Kanesawa, M. Yamada, K. Hamaya and K. Sawano

Youya Wagatsuma, Md. Mahfuz Alam, Kazuya Okada, Michihiro Yamada, Kohei Hamaya and Kentarou Sawano

21st International Conference on Molecular Beam Epitaxy（国際学会）

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Effect of uniaxial strain direction on luminescence properties of strained Ge microbridge structures

Room temperature EL from strained Ge-on-Si(111) diode structures

Suppression of crack formation and propagation in strained SiGe by patterning Ge-on-Si substrates

Suppression of crack formation in strained SiGe layers by patterning of Ge-on-Si substrates

 １．発表者名

 １．発表者名



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第4回結晶工学×ISYSE合同研究会

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

International Symposium on Novel maTerials and quantum Technologies (ISNTT) 2021（国際学会）

Takahiro Inoue, Youya Wagatsuma, Leo Ikegaya, Kazuya Okada and Kentarou Sawano

我妻 勇哉、Md. Mahfuz Alam、岡田 和也、金澤伶奈、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

伊藤 拓海、我妻 勇哉、岡田 和也、澤野 憲太郎

杉浦 由和 、佐々木 雅至、我妻 勇哉、山田 航大、山田 道洋、浜屋 宏平、澤野 憲太郎

第4回結晶工学×ISYSE合同研究会

第4回結晶工学×ISYSE合同研究会

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Strong resonant light emission in strained Ge microbridges

引っ張り歪み薄膜のヘテロ成長におけるクラック発生とその抑制メカニズム

貼り合わせにより作製した歪みGe-on-Insulator基板上への歪みSiGe層の成長

エピタキシャルGe-on-Si(111)LEDの熱処理による室温EL発光強度増大

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2021年

2021年

2021年

2021年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第4回結晶工学×ISYSE合同研究会

240th ECS meeting（招待講演）（国際学会）

2021 International Conference on Solid State Device and Materials (SSDM 2021)（国際学会）

井上 貴裕、我妻 勇哉、池ヶ谷 玲雄、岡田 和也、澤野 憲太郎

K. Yamamoto, D. Wang, H. Nakashima

K. Yamamoto, K. Iseri, D. Wang, H. Nakashima

K. Yamamoto, D. Wang, H. Nakashima

240th ECS meeting（招待講演）（国際学会）

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Geマイクロブリッジ上への歪みSiGeのエピタキシャル成長

(Invited) Fabrication of Ge-on-Insulator By Epitaxial Growth and Ion-Implanted Exfoliation for Electronics and Opt-
Electronics Applications

Low-Temperature Fabrication of Ge MOS Capacitor with Wet Oxidized Yttrium Interlayer

(Invited) Schottky Barrier Height Control at Metal/Ge Interface by Insertion of Nitrogen Contained Amorphous Layer

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

THERMEC'2020（招待講演）（国際学会）

2021 ASEAN Joint Workshop（招待講演）（国際学会）

第68回応用物理学会春季学術講演会

 ３．学会等名

K. Hamaya

井上 貴裕，我妻 勇哉，山田 航大，澤野 憲太郎

那須 新悟、松尾 拓朗、山本 圭介、王 冬

K. Hamaya and M. Yamada

2021年度応用物理学会九州支部学術講演会

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Ferromagnet-Semiconductor Hybrid Structures for Spintronic Devices

歪みGeマイクロブリッジ構造の発光特性に及ぼす一軸歪み方向の影響

GeスピンMOSFET実現に向けた低温（～250℃）デバイスプロセスの構築

Room-temperature magnetoresistance effect in high-quality ferromagnet/germanium Schottky-tunnel lateral spin devices

 １．発表者名

 １．発表者名



2021年

2021年

2021年

2021年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
2020年度東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究発表会

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第68回応用物理学会春季学術講演会

我妻 勇哉, Md. Mahfuz Alam, 岡田 和也, 山田 道洋, 浜屋 宏平, 澤野 憲太郎

杉浦 由和, 我妻 勇哉, 山田 航大, 星 祐介, 山田 道洋, 浜屋 宏平, 澤野 憲太郎

清水昇，山本圭介，王冬，中島寛

K. Yamamoto, H. Kanakogi, W.-C. Wen, D. Wang, and H. Nakashima

第68回応用物理学会春季学術講演会

第68回応用物理学会春季学術講演会

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Ge基板に替わりGe-on-Siを用いることによる歪みSiGeへのクラック発生抑制

歪みGe-on-Si(111)ダイオード構造からの室温EL発光

エッチバック法を用いたGe-on-Insulator作製に向けたウェットエッチング法の検討

High Interfacial and Film Qualities of Thermally Oxidized Y2O3 and Sc2O3 MOS Structures on Germanium

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2021年

2021年

2020年

2020年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第26回 電子デバイス界面テクノロジー研究会

第26回 電子デバイス界面テクノロジー研究会

第3回結晶工学×ISYSE合同研究会

中島寛, W.-C. Wen, 山本圭介, 王冬

小俣快晴，澤野憲太郎，中川清和，荒井哲司，高松利行

杉浦 由和，我妻 勇哉，山田 航大，星 裕介，山田 道洋，浜屋 宏平，澤野 憲太郎

我妻 勇哉，Md. Mahfuz Alam，岡田 和也，山田 道洋，浜屋 宏平，澤野 憲太郎

第3回結晶工学×ISYSE合同研究会

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

DLTS法によるGeゲートスタック中のトラップ解析

プラズマCVDを用いたSiO2/GeO2/Ge MOS構造の形成技術開発

Si(111)基板上のエピタキシャルGe(111)ダイオードからの室温EL発光

メサ型Ge-on-Si(111)基板上への臨界膜厚を超えた歪みSiGe層の作製

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2020年

2020年

2020年

2020年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第25回半導体におけるスピン工学の基礎と応用

22nd Cross Straits Symposium on Energy and Environmental Science and Technology（国際学会）

22nd Cross Straits Symposium on Energy and Environmental Science and Technology（国際学会）

 ３．学会等名

N. Shimizu, K. Yamamoto, D. Wang, and H. Nakashima

H Kanakogi, W.-C. Wen, K. Yamamoto, D. Wang, and H. Nakashima

井上 貴裕，我妻 勇哉，山田 航大，澤野 憲太郎

K. Kudo, M. Yamada, S. Honda, S. Yamada, K. Sawano, and K. Hamaya

第3回結晶工学×ISYSE合同研究会

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Formation of Ge mirror plane with high speed wet etching for etchback Ge-on-Insulator fabrication

Fabrication and characterization of germanium gate stack with thermally oxidized yttrium and scandium dielectrics

歪みGeマイクロブリッジ構造の発光特性に与える一軸歪み方向の影響

Observation of room-temperature spin transport in Ge-based lateral spin-valve devices with low-temperature grown Co2MnSi
electrodes

 １．発表者名

 １．発表者名



2020年

2020年

2020年

2020年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第81回応用物理学会秋季学術講演会

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

65th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM) 2020（国際学会）

S. Kaneta-Takada, M. Yamada, S. Sato, S. Arai, L. D. Anh, K. Hamaya, and S. Ohya

K. Hamaya

M. Yamada, Y. Shiratsuchi, H. Kambe, K. Kudo, S. Yamada, K. Sawano, R. Nakatani, and K. Hamaya

山田 航大，星 裕介，澤野 憲太郎

The  44th Annual Conference on MAGNETISM in Japan, Symposium（招待講演）

第81回応用物理学会秋季学術講演会

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Enhancement of the spin Hall angle by the interdiffusion of atoms in Co2FeAl0.5Si0.5/n-Ge heterostructures

Room-temperature germanium spintronics developed by atomically controlled heterointerfaces

Influence of external temperature on interface spin polarization of ferromagnet-semiconductor heterostructures

In-situドーピング制御によるGe-on-Siからの室温EL発光

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2020年

2020年

2020年

2020年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第81回応用物理学会秋季学術講演会

PRiME 2020（国際学会）

PRiME 2020（招待講演）（国際学会）

我妻 勇哉, Md. Mahfuz Alam, 岡田 和也, 星 裕介, 山田 道洋, 浜屋 宏平, 澤野 憲太郎

M. Yamada, T. Matsuoka, T. Ueno, T. Naito, S. Yamada, K. Sawano, and K. Hamaya

K. Sawano, Y. Wagatsuma, Md. Mahfuz Alam, K. Omata, K. Niikura, S. Shibata, Y. Hoshi, M. Yamada, and K. Hamaya

Y. Wagatsuma, Md. Mahfuz Alam, K. Okada, Y. Hoshi, M. Yamada, K. Hamaya, and K. Sawano

PRiME 2020（国際学会）

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

選択成長を用いたGe-on-Si(111)基板上への高品質な歪みSiGe層の作製

Thermal stability at the interface between ferromagnetic alloys and germanium for semiconductor spintronics devices

Strain engineering of Si/Ge heterostructures on Ge-on-Si platform

Increased critical thickness of strained SiGe on Ge-on-Si(111)

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2020年

2020年

2020年

2020年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

PRiME 2020（国際学会）

PRiME 2020（国際学会）

2020 International Conference on Solid State Devices and Materials（国際学会）

 ３．学会等名

N. Shimizu, K. Yamamoto, D. Wang, and H. Nakashima

H. Kanakogi, W.-C. Wen, K. Yamamoto, D. Wang, and H. Nakashima

K. Yamada, Y. Hoshi, and K. Sawano

H. Nakashima, W.-C. Wen, K. Yamamoto, and D. Wang

PRiME 2020（国際学会）

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

Isotropic Wet Etching and Improving Surface Flatness of Ge for Etchback Ge-on-Insulator Fabrication

Thermally Oxidized Yttrium and Scandium Gate Dielectrics on Germanium with High Interfacial and Film Qualities

Strong room-temperature electroluminescence from Ge-on-Si by precise in-situ doping control

Border-Trap Characterization for Ge Gate Stacks with Thin GeOX layer Using Deep-Level Transient Spectroscopy

 １．発表者名

 １．発表者名



2020年

2019年

2019年

2019年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第80回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学 札幌キャンパス

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

Spin-RNJ 若手オンライン研究発表会

A. Yamada, T. Shiihara, M. Yamada, M. Honda, S. Yamada, and K. Hamaya

S. Yamada, Y. Goto, J. Tatebayashi, S. Ichikawa, Y. Fujiwara, K. Hamaya

山田晋也, 本多遼成, 後藤優貴, 市川修平, 舘林潤, 藤原康文, 浜屋宏平

嶋貫雄太, 工藤康平,  山田晋也, 石部貴史, 中村芳明, 浜屋宏平

Compound Semiconductor Week 2019 (CSW2019), 奈良春日野フォーラム甍（国際学会）

第80回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学 札幌キャンパス

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Room-temperature magnetoresistance in CoFe/p-Ge/Co2FeSi vertical spin-valve devices"

High-quality epitaxial growth of half-metallic Co2FeSi films on a Co-terminated GaN(0001) surface

GaN(0001)上へのハーフメタルホイスラー合金Co2FeSi薄膜の低温MBE成長

熱電材料Fe2TiSiエピタキシャル薄膜の低温MBE成長

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2019年

2019年

2019年

2019年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第80回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学 札幌キャンパス

第80回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学 札幌キャンパス

第80回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学 札幌キャンパス

M. Yamada, M. Tsukahara, F. Kuroda, S. Yamada, T. Fukushima, K. Sawamo, T. Oguchi, and K. Hamaya

T. Shiihara, M. Yamada, M. Honda, S. Yamada, and K. Hamaya

T. Naito, M. Yamada, M. Tsukahara, S. Yamada, K. Sawano, and K. Hamaya

本田瑞葵, 椎原貴洋, 山田道洋, 山田晋也, 浜屋宏平

第80回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学 札幌キャンパス

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Enhancement of room-temperature spin signals in Ge lateral spin devices by improving the quality of Heusler/Ge interfaces

Spin-dependent transport through n-Ge in vertical spin-valve devices

Spin transport in a strained SiGe alloy

強磁性Fe3Si上へのゲルマニウムPN接合の作製

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2019年

2019年

2019年

2019年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

第43回日本磁気学会学術講演会, 京都大学 吉田キャンパス

第43回日本磁気学会学術講演会, 京都大学 吉田キャンパス

第43回日本磁気学会学術講演会, 京都大学 吉田キャンパス

 ３．学会等名

藤田裕一, 山田道洋, 塚原誠人, 内藤貴大, 山田晋也, 澤野憲太郎, 浜屋宏平

山田道洋, 白土優, 塚原誠人, 神部広翔, 工藤康平, 山田晋也, 澤野憲太郎, 中谷亮一, 浜屋宏平

寺本侑樹, 山田晋也, 村田太一, 松實大志, 工藤康平, 谷山智康, 浜屋宏平

山田晋也, 小林慎也, 真砂啓, L. S. R. Kumara, 田尻寛男, 福島鉄也, 阿保智, 桜庭裕弥, 宝野和博, 小口多美夫, 浜屋宏平

第43回日本磁気学会学術講演会, 京都大学 吉田キャンパス

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

強磁性体/半導体スピン素子におけるスピン蓄積信号の 非線形バイアス依存性

強磁性体/半導体スピン素子の性能と界面磁性の相関

Co2FeSi/BaTiO3界面マルチフェロイックヘテロ構造の磁気特性

ホイスラー合金CoFeVSiにおける正の線形磁気抵抗効果の起源

 １．発表者名

 １．発表者名



2019年

2019年

2019年

2019年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
64th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM) 2019, Rio All-Suite Hotel & Casino, Las Vegas, USA（国際学
会）

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

The 38th Electronic Materials Symposium (EMS-38), THE KASHIHARA, 奈良（国際学会）

S. Yamada, R. Honda, Y. Goto, S. Ichikawa, J. Tatebayashi, Y. Fujiwara, and K. Hamaya

浜屋宏平

浜屋宏平

K. Kudo, S. Yamada, A. N. Hattori , H. Tanaka, and K. Hamaya

名古屋大学物性談話会, 名古屋大学 東山キャンパス（招待講演）

応用物理学会北海道支部講演会, 北海道大学 札幌キャンパス（招待講演）

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

Magnetic and electrical properties of epitaxial Co2FeSi/GaN(0001) heterostructures for spintronic applications

IV族半導体スピントロニクスデバイス研究について

ゲルマニウムスピントロニクス研究について

Observation of positive linear magnetoresistance in epitaxial Mn2CoAl films

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2019年

2019年

2019年

2019年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

64th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM) 2019, Rio All-Suite Hotel & Casino, Las Vegas, USA（国際学
会）

8th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-8), 東北大学 片平キャンパス（国際学会）

8th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-8), 東北大学 片平キャンパス（国際学会）

T. Shiihara, M. Yamada, M. Honda, S. Yamada, and K. Hamaya

S. Yamada, H. Higashi, T. Kanashima, and K. Hamaya

A. Yamada, T. Shiihara, M. Yamada, M. Honda, S. Yamada, and K. Hamaya

T. Naito, M. Yamada, S. Yamada, K. Sawano, and K. Hamaya

8th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-8), 東北大学 片平キャンパス（国際学会）

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

Room-temperature spin-dependent transport through Sb-doped Ge in vertical spin-valve devices

Flexible ferromagnetic Co2FeSi films on flexible Ge(111)

Enhancement in room-temperature magnetoresistance ratio in p-Ge based vertical spin-valve devices with a Co2FeSi layer

Inverse local magnetoresistance effect up to room temperature in ferromagnet-semiconductor lateral spin-valve devices

 ２．発表標題

 ２．発表標題



2019年

2019年

2019年

2019年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

Spin Research Network of Japan (Spin-RNJ) 2019年度年次報告会, 大阪大学 豊中キャンパス

Spin Research Network of Japan (Spin-RNJ) 2019年度年次報告会, 大阪大学 豊中キャンパス

Spin Research Network of Japan (Spin-RNJ) 2019年度年次報告会, 大阪大学 豊中キャンパス

 ３．学会等名

内藤貴大, 山田道洋, 山田晋也, 澤野憲太郎, 浜屋宏平

上野登希生, 山田道洋, 松岡哲平, 内藤貴大, 山田晋也, 澤野憲太郎, 浜屋宏平

M. Honda, T. Shiihara, M. Yamada, S. Yamada, and K. Hamaya

椎原貴洋, 山田道洋, 本田瑞葵, 山田晋也, 浜屋宏平

8th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-8), 東北大学 片平キャンパス（国際学会）

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

n-SiGe横型スピンバルブ素子における負の局所スピン信号

非縮退n-Ge中のスピン伝導特性

Germanium PN junctions between ferromagnetic CoFe and Fe3Si layers for spintronic applications

全エピタキシャルCoFe/Sb-doped Ge/Fe3Si縦型構造における室温スピン伝導の観測

 １．発表者名

 １．発表者名



2019年

2019年

2019年

2019年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ３．学会等名
第24回｢半導体スピン工学の基礎と応用｣研究会 (PASPS-24)、東北大学 片平キャンパス

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

Spin Research Network of Japan (Spin-RNJ) 2019年度年次報告会, 大阪大学 豊中キャンパス

寺本侑樹, 松實大志, 山田晋也, 村田太一, 工藤康平, 谷山智康, 浜屋宏平

K. Hamaya

M. Yamada, S. Honda, Y, Fujita, S. Yamada, K. Sawano, and K. Hamaya

T. Ueno, M. Yamada, T. Matsuoka, T. Naito, S. Yamada, K. Sawano and K. Hamaya

第24回｢半導体スピン工学の基礎と応用｣研究会 (PASPS-24)、東北大学 片平キャンパス（招待講演）

第24回｢半導体スピン工学の基礎と応用｣研究会 (PASPS-24)、東北大学 片平キャンパス

 ２．発表標題

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 １．発表者名

 １．発表者名

単結晶Co2FeSi/BaTiO3界面マルチフェロイク構造における磁気特性

Germanium Spintronics for Room-Temperature Magnetoresistance Effect

Improvement of nonmonotonic bias-dependent local spin signals in Co2FeAl0.5Si0.5/Ge lateral spin-valve devices

Observation of lateral spin transport in non-degenerate n-Ge

 １．発表者名

 １．発表者名

 ２．発表標題



2020年

2020年

2020年

2020年

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

強的秩序とその操作に関わる研究グループ 第10回 研究会
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